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内容概要

功率半导体器件又被称为电力电子器件，是电力电子技术的基础，也是构成电力电子变换装置的核心
器件。
本书基于前两章的半导体物理基础，详细介绍了目前最主要的几类功率半导体器件，包括pin二极管、
晶闸管、门极关断晶闸管、门极换流晶闸管、功率场效应晶体管和绝缘栅双极型晶体管。
作为基础内容，书中详细描述了上述器件的工作原理和特性。
同时，作为长期从事新型功率半导体器件研发的资深专家，作者还给出了上述各类器件在不同工作条
件下的比较分析，力图全面反映功率半导体器件的应用现状和发展趋势。
　　本书既可以作为电气工程专业、自动化专业本科生和研究生的教学用书，也可作为电力电子领域
工程技术人员的参考用书。
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作者简介

斯提万，林德工965年出生于瑞士日内瓦，1990年在瑞士联邦工学院（EHT）完成了电气工程的本科教
育。
他在美国工作一段时间后，于1991年回到瑞士苏黎世，在联邦工学院开始作为研究生从事的研究工作
。
他在1996年获得博士学位后不久，加入YABB公司，成为功率半导体事业部的研发工
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